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(57) Abstract: The invention relates to a method for fabricating a donor sub-
strate comprising the steps of A: providing a manipulation substrate, B: pro-
viding a target substrate, C: attaching the target substrate to the manipulation
substrate, and D: grinding, particularly machine-grinding the target substrate
attached to the manipulation substrate in order to form the donor substrate, the
method being characterized in that a waiting time of predetermined duration
is observed between step C and step D.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un substrat
donneur comprenant les étapes de A: la fourniture d'un substrat de manipula-
tion, B : la fourniture d'un substrat cible, C : 'attachement du substrat cible
sur le substrat de manipulation et D : la rectification, en particulier par meu-
lage, du substrat cible attaché sur le substrat de manipulation, pour former le
substrat donneur, le procédé étant caractérisé en ce qu'un délai d'attente d'une
durée prédéterminée est respecté entre I'étape C et I'étape D.
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